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^ (57) Abstract: Disclosed are a method and a device for coating printed boards (1) with solder stop lacquers and galvanoresists that 
can be laser-structured and thermally hardened. The device used for carrying out said method comprises at least one roller-type 

1^ coating plant (2) with an application roller (4), a dosing roller (5) that embodies a dosing gap along with the application roller (4), a 

^ storage container (6) for the solder stop lacquer or galvanoresist, which is disposed above the roller-type coating plant (2), means for 
conveying the printed boards (7), means for drying the solder stop lacquer (1 1), and an apparatus (13) for turning the coated printed 

fT) boards. Said roller-type coating plant (2) is provided with only one coating unit for coating the bottom side of the printed boards. 

^ (57) Zusammcnfassung: Beschrieben wird ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten (1) mit La- 

— scr-stnjkrurisrbaren, thermisch hSrtbaren Lctstcpplacken scwie Galvanoresisten. Das Verfah.ren venvendet eine Vorrichtun<y, um- 

^ fassend mindestens eine Walzenbeschichtungsanlage (2) mit Auftragswalze (4), einer mit der Auftragswalze (4) einen Dosierspalt 
ausbildenden Dosierwalze (5), einem oberhalb der Walzenbeschichtungsanlage (2) angeordneten Voiratsbehalter (6) fur den Lot- 

Q stopplack bzw. Galvanoresist, Mittel zum Transport der Leiterplatten (7), Mittel zum Trocknen des Latstopplacks (11) und eine 

^ Einrichtung (13) zum Wenden der beschichteten Leiterplatten, wobei die Walzenbeschichtungsanlage (2) nur iiber eine Beschich- 

1^ tungseinheit zur Beschichtung der Leiteiplattenunterseite verfugt 
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5 Verfahren und Vorrlchtiing zur Beschichtung von 

Leiterplal^'ben mit Laser- s-truk^urxerbaren, tliexmisch h&rtbaren 
Iidt:s1:opplacken sowxe Galvanoresls-ten 



10 Technisches Gebiet 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur 
Beschichtung von Leiterplatten mit Laser-strukurierbaren, 
therinisch hartbaren L5tstopplacken sowie Galvanoresisten. 

15 

Stand der Technik 



Leiterplatten werden mit Lotstopplacken, insbesondere mit fo- 
tosensiblen Lotstopplacken, beschichtet, urn die Leiter zu 

20 schiitzen und nur die zu lotenden Bohrungen und Lotpads ftlr 
das Lotzinn f reizulassen. Gentlgte bis 1975 noch der Sieb- 
druck, so hat sich ab diesem Zeitpunkt der fotosensible Lot- 
stopplack durchgesetzt. Die erf orderliche Genauigkeit bei den 
iramer komplexer werdenden Schaltungen konnte nur durch das 

25 Fotostrukturierungsverf ahren sichergestellt werden. Diese La- 
cke wurden z.B. im VorhanggieBverf ahren einseitig aufgetra- 
gen. Dies wird in der europaischen Patentanmeldung EP 
0 002 040 Al beschrieben. 



30 Diese Applikationstechnologie fUhrt zu einigen Problemen. 

Diese sind insbesondere die Kantenabdeckung hoher Feinleiter 
mit einer Breite und H5he von 100 pm. Die mit einer Viskosi- 

VUll ^U\J J^XO J.^W\J All <^-» uAi^j. w I--- w^'y w**w** — ^ 

sondere beim Trocknen durch die damit verbundene Viskositats- 
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erniedrigung von den Leiterkanten ab. Dieses Problem wurde 
durch Verwendung lelcht verdunstender Losungsmittel und hoher 
Thixotropie durch Fiillstof f zusatze gelost. Die beschichteten 
Leiterplatten werden zunachst in einem Paternosterof en bei 
niedriger Temperatur abgeliiftet, wobei der Lack auf den Lei- 
ter auftrocknet. AnschlieJbend erfolgt die eigentliche Trock- 
nung mittels heiiier Umluft. 

Das Problem der Beschichtung hoher Leiter wurde auch insbe- 
sondere durch die Spriihbeschichtung gelOst. Allen Beschich- 
tungsverf ahren ist jedoch die Mitbeschichtung von Bohrungen 
gemeinsam. Der dort eingef lossene Lack wird nach der Foto- 
strukturierung im Entwicklerbad herausgelost . Dies ftihrt ge- 
meinsam mit den f reientwickelten Lotpads zu erheblicher Ab- 
wasserbelastung. Die Lackqualitat hat insbesondere durch die 
alkalischen Entwicklungsprozesse gelitten, da diese dann tiber 
entsprechende Carboxylgruppen verfiigen mussten, welche die 
Feuchtigkeitsaf f initat verschlechterten. Die fiir die Foto- 
strukturierung erf orderlichen Acrylate beeintrachtigen den 
Erweichungsbereich des Lotstopplackes, was sich insbesondere 
beim Loten mit bleifreiem Lot bei hoheren Lottemperaturen 
nachteilig bemerkbar maeht. 

Die weiter f ortschreitende Miniaturisierung stellt diese Ge- 
neration von L5tstopplacken vor neue Probleme. Hierbei macht 
sich insbesondere die Unsicherheit bei der Entwicklung nega- 
tiv bemerkbar. All diese Probleme kttnnen durch die Verwendung 
eines mittels Laser-strukturierbaren Lotstopplackes gel5st 
werden. Hiermit werden nur die Lotpads und die Restringe der 
Bohrungen mittels Laser (z,B. COa-Laser, UV-Laser) vom Lack 
befreit. Ein Entwicklungsprozess ist nicht erf orderlich. So- 
mit entsteht auch kein Polymerabf all . Der Laser ist sehr ge- 
nau positionierbar . Probleme wie beim Filmversatz k^nnen 
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nicht auftreten. Der Einsatz eines nicht f otosensiblen ther- 
misch hartbaren LStstopplackes scheitert zur Zeit daran, dass 
kein Applikationsverf ahren verfUgbar ist, mit dem eine Lack- 
freiheit der Bohrungen gewahrleistet werden kann. 

In der EP 0 7 66 908 wird zur Herstellung von Multi-Chip-Modu- 
len ein beidseitiges Walzenbeschichtungsverf ahren ftir fotopo- 
lymerisierbare Beschichtungsmittel beschrieben, bei dem die 
Dosierwalzen auf 25 bis 60 ""C erwarmt und die Auf tragswalzen 
auf 5 bis 20 °C gekuhlt werden k5nnen. Die Erwarmung des La- 
ckes fiihrt zur Verdunstung und zum Auftrocknen der nicht 
libertragenen Lackschicht auf die Guiranioberf ISche der Auf- 
tragswalze. Eine KUhlung ftihrt zur Abscheidung von Kondensat. 
Die erzielte Leiterkantenabdeckung bei 50 pm Leiterhohe und 
50 vim Lackschichtdicke bet rug 13 |im. Die Bohrungen waren 
nicht lackfrei. Die Beschichtungsviskositat ist mit 20-000 
bis 100 ♦ 000 m Pas so hoch, dass nur mit profilierten Walzen 
bei Schichtdicken von 50 bis 200 |im gearbeitet werden kann. 
Die Beschichtungsgeschwindigkeit von 5 bis 20 m pro min ist 
ftir eine Beschichtung mit Lotstopplacken zu hoch, da keine 
gute Kantenabdeckung erzielt werden kann. 

Diese hohe Beschichtungsgeschwindigkeit wird auch in der DE 
101 31 027 Al mit dem Titel: Verf ahren und Vorrichtung zur 
Hochgeschwindigkeitsbeschichtung von Holz/Kunststof f- und Me- 
talloberf lachen beschrieben. Hierbei werden vorzugsweise 
strahlenhartbare Pulverlacke mittels einer Schmelzwalze aus 
einem Pulverlackvorrat gefordert. Dies ist mit rein thermisch 
hartenden Lacken nicht durchf uhrbar , da es dann zu Hartungs- 
reaktionen und Verklumpungen kommt. Fur die Beschichtung der 
unterseite wird eine Schmelzwalze in einen Pulverlackbehalter 
ohne Dosierung eingetaucht. Dies fuhrt bei thermisch hSrtba- 
ren Lacken zur AushSrtung des Vorrates. 
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Gleiches gilt far das in der Patentschrif t EP 0 698 233 Bl 
beschriebene Verfahren, das den Auftrag von strahlenhartbaren 
Beschichtungsmitteln aus der Schmelze beschreibt, Keines der 
bekannten Verfahren ist in der Lage die erf indungsgemaJJe 
Zielsetzung zu erfullen. Sie beziehen sich ausschlieJilich auf 
strahlenhartbare Lacksysteme . Die fur den Leiterplattentrans- 
port erf orderliche Lackfreiheit der Render kann ebenfalls 
nicht realisiert werden. Die marktgangigen Lotstopplacke ent- 
halten mineralische Fiillstoffe zur Erhohung der Viskositat, 
insbesondere um ein Ablaufen des Lackes yon den Leiterf lanken 
2U verhindern, Diese mineralischen Fiillstoffe sind tiblicher- 
weise mit einem Gewichtsanteil von 20 bis 50% in den Lot- 
stopplacken enthalten. Wenn diese marktgangigen Lotstopplacke 
mittels Laser strukturiert werden, so bleibt ein Aschertick- 
stand auf den Lotpads zuruck, der sich pilzartig aufbaut. 
Dies verhindert eine einwandfreie Lotung^ zuinal die Reinigung 
schwierig ist, 

Eine Lackfreiheit der Bohrungen wird mit den derzeitigen Ap- 
plikationsverfahren nicht sichergestellt . 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die vorgenannten 
Probleme, die im Stand der Technik bei Beschichtungen von 
Leiterplatten auftreten, zu losen. Insbesondere liegt der Er- 
findung die Aufgabe zugrunde, einen bevorzugt thermisch hart- 
baren Lotstopplack und Galvanoresist sowie ein Verfahren und 
eine Vorrichtung verfiigbar zu machen^ das bzw. die eine ruck- 
standsfreie Strukturierung mittels Lasern ermdglicht und bei 
dem mit niedriger Lackschichtdicke eine gute Kantenabdeckung 
bei schmalen und hohen Leitern^ eine fehlerfrei geschlossene 
Lackoberf lache sowie eine gleichzeitige Lackfreiheit der Boh- 
rungen und der Leiterplattenrander gewahrleistet werden kann. 
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Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Beschich- 
tung von Leiterplatten mit einem L5tstopplack bzw. Galvanore- 
sist, iimfassend mindestens eine Walzenbeschichtungsanlage mit 
einer oberen giairanierten Fiihrungswalze, einer unteren gummier- 
ten Auf tragswalze, einer mit der Auf tragswalze einen Dosier- 
spalt ausbildenden Dosierwalze, einem oberhalb der Walzenbe- 
schichtungsanlage angeordneten VorratsbehSlter fur den Lot- 
stopplack bzw. Galvanoresist , Mittel zum Transport der Lei- 
terplatten, Mittel zum Trocknen des Lotstopplacks und eine 
Einrichtung zum Wenden der beschichteten Leierplatten, wobei 
die Walzenbeschichtungsanlage nur iiber eine Beschichtungsein- 
heit zur Beschichtung der Leiterplattenunterseite verfiigt, 

Bevorzugte Ausf Uhrungsf omen der erf indungsgemafien Vorrich- 
tung sind Gegenstand der Patentansprtlche 2 bis 6. 

Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Be- 
schichtung von Leiterplatten mit einem L5tstopplack bzw. Gal- 
vanoresist, das die folgenden Stufen umfasst: 

(i) ZufUhren der Leiterplatte zu einer Walzenbeschichtungs- 
anlage, wobei die Walzenbeschichtungsanlage nur uber 
eine Beschichtungseinheit zur Beschichtung der Sub- 
stratunterseite verftigt, 

(ii) Zudosieren des Lotstopplacks bzw. Galvanoresists mit 
einer Viskositat von 4.000-15.000 m Pas bei 25**C oder 
eines Pulverlacks , 

(iii) Auftragen des Lacks auf die Unterseite der Leiterplat= 
te. 
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(iv) Trocknen der beschichteten Leiterplatte ftir einen Zeit- 
raum und bei einer Temperatur, die ausreichend sind, um 
die Viskositat des Lacks auf unter 300 m Pas bzw. des 
Pulverlacks auf unter 500 m Pas zu erniedrigen, den 
Lack zu verfestigen und klebfrei zu machen^ und 

(v) Wenden der Leiterplatte und Durchfuhren der Stufen (i) 
bis (iv) in derselben Oder einer weiteren 
Walzenbeschichtungsanlage • 

Bevorzugte Ausftihrungsf ormen des erf indungsgemSIien Verfahrens 
sind Gegenstand der Patentansprtiche 8 bis 10. 

Schlielilich betrifft die Erfindung einen inittels Laser struk- 
turierbaren LStstopplack und Galvanoresist, der dadurch ge- 
kennzeichnet ist, dass er einen Festk5rpergehalt von 50-100 
Gew.-% und eine Viskositat von 5.000-15.000 m Pas bei 25^*0 
aufweist • 

Bevorzugte Ausfuhrungsf ormen dieses Lotstopplacks bzw. Galva- 
noresists sind Gegenstand der Patentanspriiche 11 bis 17. 

Kurze Beschreibung der Fiquren 

Figur 1 zeigt schematisch die erf indungsgemafie Vorrichtung. 

Figur 2 zeigt eine weitere Ausftihrungsf orm der erf indungsge- 
maJien Vorrichtung zur Verwendung mit Pulverlacken. 

Figur 3 zeigt schematisch eine nach im Stand der Technik be- 
kannten Verfahren beschichtete Leiterplatte. 
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Figur 4 zeigt eine mit dem erf indungsgemaiien Verfahren be 
schichtete Leiterplatte . 

Hierin bedeuten: 



(1) 


Leiterplatte 


(2) 


Walzenbeschichtungsanlage 


(3) 


Gummierte Ftihrungswalze 


(4) 


Guminierte Auf tragswalze 


(5) 


Dosierwalze 


(6) 


Vorratsbehaiter 


(7) 


Mittel zum Transport der Leiterplatten 


(8) 


Rakel 


(9) 


Dosierwalze 


(10) 


Kupf erleiter 


(11) 


Mittel zum Trocknen des LOtstopplacks 


(12) 


Siebkasten 


(13) 


Wender 


(14) 


Leiterkantenabdeckung 



Detaillierte Beschreibung der Erfindunq 

Die Erfindung wird im Nachf olgenden nSher erlautert: Die Auf~ 
tragung des Lacks kann nach. dem Fachmann an sich bekannten 
Verfahren erfolgen, solange die dabei verwendete Beschich- 
tungsanlage nur uber eine Beschichtungseinheit zur Beschich- 
tung der Substratunterseite verfugt. 

Bei Verwendung der Vorrichtung nach Anspruch 1 wird bei- 
spielsweise ein Lotstopplack mit einer Viskositat von bevor- 
zugt 5.000 bis 15.000 m Pas bei 25^*0 und einem FestkOrperge- 
halt von 50 bis 100%, der sowohl thermisch wie auch strahlen- 
hSrtbar ist und bevorzugt keine oder nur geringe Mengen an 
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mineralischen FUllstoffen enthalt, zusammen mit einer beid- 
seitig mit Leitern und mit Bohrungen (z.B. zur Aufnahme von 
bedrahteten Bauelementen) versehene Leiterplatte (1) einer 
ersten Walzenbeschichtungsanlage (2) zugefiihrt^ die aus einer 
oberen guiniuierten Fuhrungswalze (3), einer unteren gummierten 
Auf tragswalze (4) und einer mit dieser einen Dosierspalt aus- 
bildenden Dosierwalze (5) besteht, zwischen denen gegebenen- 
falls eine keilformige Rakel (8) zur Lackf reimachung der Lei- 
terplattenrander angeordnet ist. Zwischen der Dosierwalze (5) 
und der Auf tragswalze (4) wird aus einem oberhalb der Walzen- 
beschichtungsanlage (2) angeordneten Vorratsbehalter (6) ein 
hochviskoser Lotstopplack zudosiert, Ober die glatte (Rz = 
5 yim bis 10 pm) und weiche (20 bis 40 Shore A) Gummioberf IS- 
che wird nun dieser LStstopplack mit einer Viskositat von be- 
vorzugt 5.000 bis 15 .000 m. Pas vorzugsweise mit einer Ge- 
schwindigkeit von 1 bis 4 m/min in einer Schichtdicke von 
vorzugsweise 10 bis 70 pm auf die Unterseite der Leiterplatte 
(1) aufgetragen. 

Bei dieser hochviskosen Beschichtung wird aufgrund der hohen 
Lackhaftung an der Guramierung nur ein Teil der auf der Auf- 
tragswalze befindlichen Lackschicht ubertragen. Voraussetzung 
fiir die Lackiibertragung ist die Haftung an der zu beschich- 
tenden Leiterplattenoberf lache - Da diese auf den Kupferlei- 
tern (10) am h5chsten ist, wird dort auch die dickste Lack- 
schicht aufgetragen. Die Bohrungen konnen keine Haftf lache 
ausbilden und somit wird dort auch kein Lack ubertragen, Bei 
den bisher gebrauchlichen Walzenbeschichtungsverf ahren wird 
der Lack iiber eine gerillte Gummierung derart aufgebracht, 
dass der Lack aus den Rillen herausgedrtickt wird, wobei auch 
Lack in die Bohrungen gedrtickt wird. Im erf indungsgemafien 
Verfahren erfolgt die Beschichtung unabhangig von der Be- 
schaffenheit der zu beschichtenden Oberf lache. Der so aufge- 
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tragene LOtstopplack deckt somit die Leiter sehr gut ab und 
lasst die Bohrungen und die LeiterplattenrSnder lackfrei, so 
dass eine gute Lbtung der bedrahteten Bauelemente und ein 
Transport der Leiterplatte in den Trockner gewahrleistet ist. 
Eine Beschadigung der Gummioberf lache durch Einschnitte der 
hohen Leiter wird durch die erf indungsgemaJie Guirunierung in 
Verbindung mit der hohen Beschichtungsviskositat vermieden. 

Nach dieser Beschichtung wird die Leiterplatte (1) uber Mit- 
tel zum Transport der Leiterplatte (7), beispielsweise einen 
Kettentransport mit Transportklamraern, in einen Trockner, 
beispielsweise einen Inf rarottrockner, transport iert, der nur 
unterhalb der Transportstrecke mit Mitteln zum Trocknen, bei- 
spielsweise IR-Strahlern (11), ausgestattet ist. Diese sind 
mit mittelwelligen Strahlern der WellenlSnge 2 bis 4 vim aus- 
gestattet. Im Gegensatz zu den bisher ttblichen Abdunststre- 
cken im Paternosterofen, wo der Lack ohne Viskositatsernied- 
rigung antrocknen soil, damit er nicht durch eine Viskosi- 
tatserniedrigung von den Leiter kanten abiauft, wird bei dem 
erf indungsgemaiien Verfahren der gegenteilige Effekt ange- 
strebt. Der Lack soil m5glicht schnell in seiner Viskositat 
von 5.000 bis 15.000 m Pas auf unter 500 m Pas erniedrigt 
werden. Hierdurch glattet sich die zuvor wellige Lackoberf la- 
che und der Lack lauft die Leiterf lanken hinauf. Die Freiheit 
von mineralischen Fullstoffen begunstigt diesen FlieJiprozess . 
Die Lacktemperatur sollte in 10 bis 60 Sekunden auf 100 bis 
120^*0 gebracht werden. Durch die einsetzende Trocknung und 
den damit verbundenen Viskositatsanstieg wird ein Abtropfen 
vermieden. Die Bohrungen und Hartung und die Rander bleiben 
lackfrei. Die danach einsetzende Trocknung ftihrt dann zu ei- 
ner Verfestigung des Lackes. Nach der Klebf reimachung durch 
Trocknung und Hartung wird die Leiterplatte (1) in einem Wen- 
der (13) gewendet und entweder in der gleichen Anlage ein 
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zweites Mai beschichtet Oder einer baugleichen zweiten Wal- 
zenbeschichtungsanlage zugefUhrt. Die Leiter (10) haben, wie 
in Figur 3 ersichtlich, iiblicherweise eine Kantenabdeckung 
von 5 bis 10 pm bei einer Lackschichtdicke von 30 pm. Bei dem 
erf indungsgemaiien Verfahren wird, wie in Figur 4 dargestellt, 
eine Leiterkantenabdeckung (14) von groJier 10 pm erzielt* 

Dies wird erf indungsgemali dadurch erreicht, dass der Lack ei- 
nen Anteil eines hochsiedenden L5sungsinittels mit einem Sie- 
depunkt von grolier 120 "^C in einer Menge von 5 bis 20 Gew.~% 
enthalt und nicht mit mineralischen Fiillstoffen ausgestattet 
ist. Bei dem pulverf ormigen Lotstopplack wird dies durch eine 
Viskositatserniedrigung auf unter 2000, bevorzugt unter 1000, 
am meisten bevorzugt unter 500 m Pas erreicht. Diese Freiheit 
an mineralischen FUllstoffen erm5glicht auch eine Laserstruk- 
turierung ohne pilzartige AscheruckstSnde auf den Kupferfla- 
chen. 

Gemaii einer weiteren Ausfahrungsf orm weist die Vorrichtung 
zur Durchftihrung des erf indungsgemSBen Verfahrens eine weite- 
re Dosierwalze (9) auf. Zwischen den Dosierwalzen (5) und (9) 
wird aus einem oberhalb der Walzenbeschichtungsanlage (2) an- 
geordneten Vorratsbehalter (6) der hochviskose Lotstopplack 
zudosiert. Bei Verwendung von thermisch h^rtbarem pulverf Or- 
migen Lotstopplack wird dieser uber einen Siebkasten (12) auf 
die gegeniaufig zur Auf tragswalze (4) rotierende Dosierwalze 
(5) aufgetragen. Diese tibernimmt den auf der Auf tragswalze 
(4) verbleibenden Lack, auf den dann der pulverf 5rmige Lot- 
stopplack aufgestreut wird. Auf diese Weise wird ein Anharten 
vermieden und die Walzenapplikation von thermisch hartbarem 
pulverf ormigem Lutstopplack ermoglicht. Nach der Schichtdi- 
ckeneinstellung mittels der Dosierwalzen (5) und (9) wird die 
Lackfreiheit des Randes durch eine auf die stehende Dosier- 
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walze (9) aufgeklebte Folie mit einer Dicke von etwa 30- 
150 pm erzielt, wobei der Beschichtungsbereich ausgespart 
ist. Dann wird dieser Lack mit der gegenlauf igen Dosierwalze 
(5) auf die glatte (Rz = 5-10 ]im) und weiche (20 bis 40 Shore 
A) Guinitiioberf lache der Auf tragswalze (4) ubertragen und nun 
mit einer Viskositat von bevorzugt 5.000 bis 15.000 m Pas mit 
einer Geschwindigkeit von 1 bis 4 m/min in einer Schichtdicke 
von 20 bis 70 pm auf die Unterseite der Leiterplatte (1) auf- 
getragen. Bei der Beschichtung mit thermisch hartbarem, pul- 
verf5rmigem Lotstopplack werden alle Walzen und die zu be-- 
schichtende Leiterplatte auf die Temperatur erwarmt, mit der 
die erforderliche Beschichtungsviskositat erreicht wird. 

Die Erfindung wird durch die nachf olgenden Ausf iihrungsbei- 
spiele nSher erlautert: 

Beispiel 1: 

Leiterplatte 300 x 420 x 1,5 mm Typ FR 4 nach NEMA Leiter- 
hOhe max. 100 ]m Leiterbreite 150 pm 

Lotstopplack: Probimer 65 Fa. Vantico AG 100 Gew.Tl + 5 
Gew. Tl . y-Butyrolacton 

Walzenbeschichtungsanlage: RC Fa. BUrkle Gummierung: 100 mm, 
30 Shore A, Rz 5 pm 
Spaltbreite: 100 pm 
Nassauftrag: 50 pm 

Geschwindigkeit: 2 m/min 

IR-Strahler: erster Strahler 2 pm Welleniange, zweiter Strah- 
ler 4 pm Wellenlange 
Umluf ttemperatur : 120 
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Trocknerlange : 4 m 
Ergebnis : 

Trockenf ilmdicke: 30 \m. 

Kantenabdeckung bei 100 Leiterh5he: 11 ]xm 
Bohrungen Durchmesser 300 bis 1000 ]ira: lackfrei 

Beispiel 2: 

Leiterplatte (2) 300 x 420 x 1,5 mm Typ FR 4 nach NEMA Lei- 
terhohe max. 100 pm Leiterbreite 150 jam 

Lotstopplack (1) : 

125 Gew,-Tl. Rutapox VE 3746 80 Gew.-% in Me- 
thylglykol Fa. Bakelite AG 
0,5 Gew.Tl. 2-Ethyl-4-methylimidazol Fa, 
BASF 

Viskositat: 9.500 m Pas bei 25**C 

TG nach Hartung 1 Stunde 160^*0: 155°C 

Walzenbeschichtungsanlage : RC Fa. Btirkle Gummierung: 100 mm, 
HMrte: 30 Shore A, Rz 5 ]im 
Spaltbreite: 100 pun 
Nassauftrag: 50 jim 

Geschwindigkeit : 2 m/min 

IR-Strahler: erster Strahler 2 yim Wellenlange, zweiter Strah- 
ler 4 ]im Wellenlange 
Umluf ttemperatur : 12 0 C 
Trocknerlange: 4 m 
HSrtung 160 ""C 1 Stunde 



Ergebnis Beschichtung : 
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Trockenf ilmdicke: 30 y™ 

Kantenabdeckung bei 100 pm Leiterhbhe: 11 pm 
Bohrungen Durchmesser 300 bis 1000 ]im: lackfrei 

Ergebnis Laserstruktur ierung : 

Kohlendioxidlaser : Lotpads frei von AschervAckstanden 
Ergebnis Lotung: 

Bohrungen und Lotpads einwandfrei mit Lot benetzt 
Beispiel 3: 

Leiterplatte 300 x 420 x 1,5 iran Typ FR 4 nach NEMA Leiter- 
hohe max. 100 pm Leiterbreite 100 pm 

L5tstopplack 

80,0 Gew.Tl, EPOSID VP 868-2 70 Gew.-%. Du- 

roplast-Chemie 
19,5 Gew.Tl. HAT 9490 Kresolnovolak 100 Gew.% 

Fa. Vantico 

0,5 Gew.Tl. 2-Ethyl-4-inethyliniidazol Fa. BASF 
100,0 Gew.Tl. 75 Gew.-% 

Viskositat: 7.500 m Pas bei 25*^0 TG nach Hartung 1 Stunde 
160°C: 150*^0 

Walzenbeschichtungsanlage: RC Fa. Robert Burkle GmbH Freuden- 
stadt 

Gummierung: 100 mm 
Harte: 30 Shore A, Rz 5 pm 
Spaltbreite: 120 pm 
Nassauftrag: 50 pm 
Obertrag: 42 Vol.-% 
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Geschwindigkeit : 2 m/min 

IR-Strahler: erster Strahler 2 ]im Wellenlange, zweiter Strah- 
ler 4 Wellenlange 
5 Umlufttemperatur : 120*^0 
Trocknerlange: 4 m 

Ergebnis : 

Trockenf ilmdicke: 30 |im 
10 Kantenabdeckung bei 100 piti LeiterhOhe: 11 yim 

Bohrungen Durchmesser 300 bis 1000 urn: lackfrei 
Leitplattenrander : 5 mm lackfrei 

Ergebnis Laserstrukturierung : 
15 Kohlendioxidlaser : Lotpads frei von AscherUckstSnden 
Verbrennungsgase: Frei von Halogenen 

Ergebni s L5tung : 

Bohrungen und Lotpads einwandfrei mit Lot benetzt 

20 

Beispiel 4: 

Leiterplatte 300 x 420 x 1,5 mm Typ FR 4 nach NEMA Leiter- 
h5he max. 100 pm Leiterbreite 100 ]im 

25 

Lotstopplack 

80,0 Gew.Tl. EPOSID VP 868-2 70 Gew.-%. Du- 

roplast-Chemie 
19,5 Gew.Tl. HAT 9490 Kresolnovolak 100 Gew.% 

Fa. Vantico 

0,5 Gew.Tl. 2-Ethyl-4-methylimidazol Fa. BASF 



100,0 Gew.Tl. 75 Gew.-% 
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Viskositat: 7,500 m Pas bei 25 ""C 

Walzenbeschichtungsanlage: RC Fa. Robert Burkle GmbH Freuden- 
stadt 

5 Gummierung Dicke: 100 mm 
Harte: 30 Shore A, Rz 5 ym 

Spaltbreite zwischen den Dosierwalzen (5) und (9) : 120 yim 
Nassauftrag: 50 ]im 
Obertrag: 42 Vol.-% 
10 Teflonfolie tiber Dosierwalze (9) Aussparung vom rechten 
Rand: 410 mm 
Geschwindigkeit : 2 m/min 

IR-Strahler: erster Strahler 2 yim Welleniange, zweiter Strah- 
ler 4 ]xm WellenlSnge 
15 Umlufttemperatur : 120^*0 
Trocknerlange: 4 m 

Beispiel 5: 

20 Leiterplatte 300 x 420 x 1,5 mm Typ FR 4 nach NEMA Leiter- 
hohe max. 100 pm Leiterbreite 100 ym 

Pulverf ormiger Lotstopplack: 

95|00 Gew.Tl. Epoxidharz DER 671 Fa. Dow Chemi- 
cal 

4,5 Gew.Tl. Dicyandiamid 
0,5 Gew.Tl. 2-Methylimidazol Fa. BASF 
100,0 Gew.Tl. Pulverf 5rmiger L5tstopplack 

Schmelzbereich: 65-78 ^'C 
25 Viskositat: 14.00 m Pas bei 110^*0 
Korngrofie: 10-20 ]xm 

TG nach der Hartung 1 Stunde 160 **C: 160^*0 
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Walzenbeschichtungsanlage: H RC Fa. Robert BUrkle GmbH 

Freudenstadt 

Gummierung : 10 mm 

Harte: 30 Shore A, Rz 5 ]im 

Temperatur der Auf tragswalze (4) und der Dosierwalzen (5) und 
(9): llO^^C 

Temperatur der Leiterplatte : llO^'C 

Teflonfolie iiber Dosierwalze (9) Aussparung vom rechten 
Rand: 410 ram 

Spaltbreite zwischen den Dosierwalzen (5) und (9) : 50 lom 
Trockenauftrag: 30 pm 
Obertrag: 60 Vol.-% 
Geschwindigkeit : 3 m/min 

IR-Strahler; erster Strahler 2 ]m Wellenlange, zweiter Strah- 
ler 4 pm WellenlSnge 
Umluf ttemperatur : 1 4 0 ° C 
Trockneriange: 4 m 

Ergebnis : 

Erste Beschichtung: 
Trockenf ilmdicke : 30 ]xm 

Kantenabdeckung bei 100 |im Leiterhohe: 11 pm 
Bohrungen Durchmesser 300 bis 1000 pm: lackfrei 
Leitplattenrander : 5 mm lackfrei 

Ergebnis : 

Zweite Beschichtung: 
Trockenf ilmdicke: 30 pm 

Kantenabdeckung bei 100 pm Leiterhohe: 12 pm 
Bohrungen Durchmesser 300 bis 1000 pm: lackfrei 
Leitplattenrander: 5 mm lackfrei 
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Ergebnis Laser strukturierung: 

Kohlendioxidlaser : Lotpads frei von AscherUckst^nden 
Verbrennungsgase: Frei von Halogenen 

Ergebnis L5tung: 

Bohrungen und Lotpads einwandfrei mit Lot benetzt 
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patentansprOche 



1. Vorrichtung zur Beschichtung von Leiterplatten (1) mit 
einem Lotstopplack bzw. Galvanoresist, umfassend mindestens 
eine Walzenbeschichtungsanlage (2) mit einer oberen gummier- 
ten Fuhrungswalze (3) , einer unteren gummierten Auf tragswalze 
(4), einer mit der Auf tragswalze (4) einen Dosierspalt aus- 
bildenden Dosierwalze (5) , einem oberhalb der Walzenbeschich- 
tungsanlage (2) angeordneten Vorratsbeh^lter (6) fiir den Lot- 
stopplack bzw. Galvanoresist, Mittel zum Transport der Lei- 
terplatten (7)^ Mittel zum Trocknen des LStstopplacks (11) 
und eine Einrichtung zum Wenden der beschichteten Leiterplat- 
ten, wobei die Walzenbeschichtungsanlage (2) nur uber eine 
Beschichtungseinheit zur Beschichtung der Leiterplattenunter- 
seite verftigt. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , dass die Auf tragswalze (4) eine Hfirte von 
20 bis 40 Shore A und eine Rauigkeit Rz von 5 bis 10 yim be- 
sitzt . 

3- Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass sie zwischen der Auf tragswalze (4) 
und der Dosierwalze (5) eine keilformige Rakel (8) aufweist. 

4, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , dass sie eine weitere Dosierwalze (9) 
aufweist, die mit der ersten Dosierwalze (5) einen Dosier- 
spalt ausbildet, Uber dem sich der Vorratsbehalter (6) oder 
ein Siebkasten (12) fUr Pulverlacke befindet. 
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5. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 4, dadurch g e - 
kennzeichnet , dass die Dosierwalzen (5, 9) be- 
heizbar sind. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch g e - 
kennzeichnet, dass die Dosierwalze (9) als ste- 
hende Dosierwalze ausgebildet ist, die mit einer Kunststoff- 
folie derart ummantelt ist, dass gewiinschte Beschichtungsbe- 
reiche durch das Abziehen der Folie freigelegt werden konnen. 

7. Verfahren zur Beschichtung von Leiterplatten (1) mit ei- 
nem Lotstopplack bzw. Galvanoresist, umfassend die folgenden 
Stufen: 

(i) ZufUhren der Leiterplatte (1) zu einer Walzenbeschich- 
tungsanlage, wobei die Walzenbeschichtungsanlage nur 
uber eine Beschichtungseinheit zur Beschichtung der 
Substratunterseite verftigt, 

(ii) Zudosieren des L5tstopplacks bzw. Galvanoresists mit 
einer Viskositat von 4.000-15.000 m Pas bei 25**C oder 
eines Pulverlacks , 

(iii) Auftragen des Lacks auf die Unterseite der Leiterplatte 
(1) , 

(iv) Trocknen der beschichteten Leiterplatte (1) fur einen 
Zeitraum und bei einer Temperatur, die ausreichend 
sind, urn die Viskositat des Lacks auf unter 300 m Pas 
bzw. des Pulverlacks auf unter 500 m Pas zu erniedri- 
gen, den Lack zu verfestigen und klebfrei zu machen, 
und 
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(v) Wenden der Leiterplatte und Durchfiihren der Stufen (i) 
bis (iv) in derselben oder einer weiteren Walzenbe- 
schichtungsanlage . 

8. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , dass man Stufe (iv) bei einer Temperatur 
von 100-120 °C iiber einen Zeitraum von 10 Sekunden bis 1 Minu- 
te durchfuhrt. 

9. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch g e k e n n - 
zeichnet , dass der Lack bei einer Walzengeschwin- 
digkeit von 0.2-4 m/s, bevorzugt 0.5-4 ra/s, am meisten bevor- 
zugt 1-4 m/s in einer Schichtdicke von 10-100 pm aufgetragen 
wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch g e k e n n - 
zeichnet, dass man als Lack bzw. Galvanoresist ei- 
nen Lack bzw. Galvanoresist nach den Anspriichen 11 bis 16 
verwendet . 

11. Mittels Laser strukturierbarer Lotstopplack und Galvano- 
resist, dadurch gekennzeichnet , dass er ei- 
nen Festkorpergehalt von 50-100 Gew.-% und eine Viskositat 
von 5.000-15.000 m Pas aufweist. 

12. Lotstopplack und Galvanoresist nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass er im Wesentlichen frei 
von Fiillstoffen ist. 

13. L5tstopplack und Galvanoresist nach Anspruch 11 oder 13, 
dadurch gekennzeichnet , dass er thermisch 
hSrtbar oder strahlenhSrtbar ist. 
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14. Lotstopplack und Galvanoresist nach den Anspruchen 11 
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass er ha- 
logenfrei ist. 

5 15. L5tstopplack und Galvanoresist nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Lack einen Anteil an 
uber 120''C siedenden Losungsmitteln von 50-20 Gew.-% enthalt, 

16. Lotstopplack und Galvanoresist nach Anspruch 11, dadurch 
10 gekennzeichnet, dass er ein halogenf reies 

Epoxydharz urtifasst. 

17. L5tstopplack und Galvanoresist nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass der L5tstopplack ein 

15 thermisch hSrtbarer, pulverf ormiger Lotstopplack ist, der ei- 
ne Viskositat von 10.000-15.000 m Pas bei einer Temperatur 
von 80-120°C aufweist. 

18. Leiterplatten erhaltlich nach dem Verfahren gemali der 
20 Anspruche 7 bis 10. 
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